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Inventia se refera la domeniul tehnicii radioelectronice si poate fi utilizata la obtinerea heterostructurilor cu straturi
subtiri de compusi binari AllpVI pentru producerea fotorezistoarelor si a fotoconvertoarelor.

Procedeul de obtinere a heterostructurilor cu straturi subtiri pe baza compusilor binari AIl BVl include depunerea in
vid pe substrat, in prezenta gradientului de temperatura dintre evaporator si substrat, a stratului de compusi cu banda ingusta
prin metoda evaporarii in volumul cvasiinchis cu tratarea termica si chimica ulterioara si a stratului de compusi cu banda
largd prin evaporare discreta.



